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Irradiation of ion-beam is one of the interesting strategy for chemical modification of graphene to tune its 
structure and electronic properties. In this study, we attempted to modify graphene by irradiating Au⁺  
and I⁻ ions directly to graphene. Irradiated ions would penetrate through bare graphene on the substrate, 
so a sacrificial layer was fabricated in order to distribute ions around graphene position. After removing 
the sacrificial layer, the ion-modified graphene was evaluated, and the presence of defect and ion was 
revealed to play an important role on charge transfer on graphene. 





























のへき開によって作製したグラフェンを SiO2 / Si (285 nm 




犠牲層はフォトレジスト膜，ZnO 膜，NaCl 膜の 3 種類







究所のタンデム型加速器を用いて加速電圧 200 keV, ドー
ス量 1013 - 1014 cm2で行った． 
イオンビーム照射後，犠牲層であるフォトレジスト膜，
ZnO 膜，NaCl 膜はそれぞれアセトン溶液，HCl 溶液，熱
水に浸漬させて取り除いた． 
イオンビーム照射後の試料のイオン分布を RBS測定を









レジスト/ SiO2 / Si への 200 keV のイオン照射では
Raman 分光法や XPS から，高エネルギー粒子線の照射に
よる高分子鎖間の架橋反応と炭化が生じて基板とレジス
ト間の相互作用を強め，照射後の犠牲層除去が困難にな















ラフェン中のキャリアの谷間散乱に由来する D ピーク 
(1350 cm-1)に加えて谷内散乱に由来する D’ピーク (1610 
cm-1)が発現し，注入されたイオンが浅いクーロンポテン
シャルとして働いていることが示唆された (Fig .1)． 


















ース量 1013 / cm2 で照射したグラフェンの電子移動度は、
87 cm2 / Vs から 57 cm2 / Vs に下がり，これはイオンビー
ム照射によって導入された欠陥やイオン種が新たな散乱
源となっていることが示唆されている(Fig. 2)．1014 / cm2
で照射したものに関しては，Au+イオン照射された試料は
電子移動度が 0.11 cm2 / Vs，I-イオン照射された試料は電
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Fig. 2 Gate voltage dependence of Conductivity of 





















Fig. 1 Raman spectra of graphene  
     before / after Au+ irradiation 
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